
平成２３年度事業報告書要点

平成２４年５月２９日

技術研究組合 超先端電子技術開発機構
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ＡＳＥＴにおける研究開発の推移
H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24
95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

半導体 ＥＢ直描 高速電子ビーム直接描画装置の開発

マスクＥＢ 高精度EBマスク描画装置の開発

ＥＢリソグラフィー 超高精度EB描画技術の開発

Ｘ線等倍 X線等倍リソ（PXL）技術の開発

Ｘ線縮小 X線縮小リソ（EUV）技術の開発

ＡｒＦリソグラフィー ＡｒＦリソグラフィー技術の開発

プラズマ プラズマ技術の科学的解明

クリーニング 表面クリーニング技術の開発

磁気 磁気記録 ４０Gbit/in2級ハードディスク基盤技術

液晶 反射型液晶 反射型液晶デバイス及び材料基盤技術

ＥＵＶマスク／レジストプロセスの開発

高効率製造プロセス プラズマ装置、エキシマレーザー等の開発

シミュレーション ＦＴＰ及びプローブカードの開発

Ｆ２リソグラフィー Ｆ２光源及び関連技術の開発

エッチングでのＰＦＣ使用量削減及びＰＦＣを使用しないプ
ロセスの開発

三次元高密度実装技術及び光電気複合実装技術の開発

ボード用光コネクタ、アクテブインタポーザの標準化

High-kゲートスタック、Low-k層間絶縁膜及び将来の
デバイスプロセス基盤技術開発の開発

多品種少量生産にも対応可能な省エネ型半導体製造プ
ロセスの開発

マスクの設計、描画、検査を全体として最適化するシステ
ムの研究開発

情報セキュリティを向上させる為の統合アクセス基盤技術
の開発

情報家電向けマルチメディアインターフェース、ハードウェ
ア仮想化インターフェースの開発

高速、低消費電力、多機能を達成する三次元集積化技術
の開発

ＭＩＲＡＩプロジェクト(第１～３期）

光実装部品標準化プロジェクト

ＥＵＶプロセス技術

内　　　容ＡＳＥＴプロジェクト

製造装置

ＰＦＣ代替プロセス技術

超高密度電子ＳＩ技術

マスクD2Iプロジェクト

三次元集積化プロジェクト

次世代情報家電ソフトウェア

ＨＡＬＣＡプロジェクト

セキュア・プラットフォーム
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平成２３年度事業報告テーマ

（億円）

H23年度 H20 H21 H22 H23 H24

金額（実績）

高速、低消費電力、低コストの三次元集
積化技術の開発 11.5

（消費税込）

三次元集積化プロジェクト

内　　　容ＡＳＥＴプロジェクト
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三次元集積化技術プロジェクト（1） 23年度成果

ASET(民間コンソーシアム：１0社） 57名

・イビデン
・新光電気
・凸版印刷

・エルピーダメモリ
・ルネサスエレクトロニクス
・ローム（ラピスセミコンダクタ含む）

・日本ＩＢＭ
・日立
・富士通
・デンソー

大学

・京都大学
・東京大学
・東北大学
・富山県立大学
・芝浦工業大学
・明星大学
・神戸大学

・産業技術
総合研究所

共同研究

サイエンス
にまで遡った
研究成果

材料・装置
メーカー等

デバイス
メーカー

電子機器
メーカー

研究機関等

共同実施 36名

登録研究員 合計 93名研究体制 （平成２３年度末）
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これらの要素技術を組み合わせることで

超小型・多機能・低消費電力の

システム対応機器を、適切なコストと

適切なタイミングで市場に提供できる

三次元集積化技術プロジェクト（2） 23年度成果

「ドリームチップ」プロジェクトでは、６つの「ドリームチップ」プロジェクトでは、６つのワーキング・グループワーキング・グループが相互に協力してが相互に協力して
超高密度三次元集積化の技術課題に対する研究開発を進めている超高密度三次元集積化の技術課題に対する研究開発を進めている

①超ワイドバスSiP
（メモリ＋ロジック）

②デジアナ混載3D
（車載用画像処理）

③ヘテロジーニアス3D
(MEMS)

④３Dインテグレーション
(回路・プロセス）

⑤熱・積層接合 ⑥薄ウエハ

超多ピン設計・実装
動作ノイズ低減
DFT・不良置換

センサー＋信号処理
多電源品質

インターポーザ活用

非Si系三次元実装

高周波信号処理

Via-LastとW2W積層
積層用回路TEG群

高速信号伝送系構築

10m厚ウエハ処理技術
薄化による特性変動評価

積層構造の熱・応力評価技術
超微細バンプ接合技術

超小型・薄化 多機能・高性能

低消費電力・高信頼性

超小型・薄化 多機能・高性能

低消費電力・高信頼性

最終年度（H24)において三次元集積化技術の設計・製造・評価いずれの面でも成果を得る
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多機能高密度集積化技術のイメージ図多機能高密度集積化技術のイメージ図

Image
Sensor

CDS
ADC
Interface

Si Interposer
Heat sink

Organic
Interposer

多バンドRF システム

Multi-Band Filter
RF Receiver

Switched-
Capacitor

Power Supply
Base-Band-

Processor

データ処理システム 画像処理システム

三次元集積化技術プロジェクト（3）

３次元集積化技術開発の必要性・意義

23年度成果

Si 貫通ビア（ＴＳＶ）を活用した半導体チップの三次元集積化が有効

・接続距離が１／１０００程度
・超ワイドバス化が可能

大容量高速伝送、低消費電力
（高性能化）

・CMOS 半導体デバイスと、他の機

能デバイスの三次元集積化が可能

従来に無い多機能デバイス
（ヘテロジーニアスインテグレーション）
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2010年末から現在まで、TSVを用いた2.5D/3D積層事例が多く発表された

Elpida Samsung Micron Hynix Xilinx
2011年

10月

Hybrid 
Memory Cube

Hybrid 
Memory Cube

9月 IDF

8月 32GB Module
（4G×2積層）

Hot Chips

6月 2G×4積層

3月 8積層DRAM

2月 2積層Wide-IO
2010年

10月

2.5D実装

三次元集積化技術プロジェクト（4） 23年度成果
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Organic interposer

SRAM

Ultra wide bus with 4,096 bumps

Micro bump

TSV Logic
Si interposer

4k-IO for memory and logic

〔メモリバス幅と伝送能力(バンド幅）〕
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高バンド幅システムは性能に比例してノイズ量大
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Higher Performance

This Work
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Wide IO DRAMLogic Si-Interposer Memory

Si-Interposer

SRAM

Logic Assemble Done, Under evaluation

TSV (50um Pitch)TSV (50um Pitch)

4k-IO Interface, Low SSO Noise, 
DfT, Redundancy

100GB/s Memory + Logic System with 4k-IO

①超ワイドバスSiP 三次元集積化技術の研究開発

三次元集積化技術プロジェクト（5） 23年度成果
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Sensor + Logic,
PI of multi Power Lanes, Si-Interposer

Source: 3DIC 2011 Handout P-2-1

Siインターポーザ内のTSV を
デカップリング容量として活用して、

PI (Power Integrity)確保

De-Cap TSV for Power Integrity

②デジアナ混載三次元集積化技術の研究開発

三次元集積化技術プロジェクト（6） 23年度成果

デカップリング容量用TSVの適正配置により
（200umピッチ）、5GHz領域に至る超広帯域で

安定した電源インピーダンスを実現できることが
分かった



10Source: 3DIC 2011 Handout 4-1, P-1-33

LTCC（低温焼結セラミック）基板

による三次元積層構造化
（受動素子の基板内蔵化）

Non-Si RF System for 3D Stacking

③ヘテロジーニアス三次元集積化技術の研究開発

三次元集積化技術プロジェクト（7） 23年度成果

SOI基板を用いた

三次元積層用
MEMSスイッチの

形成技術
（試作・評価済）



11Source: 3DIC 2011  Handouts 7-1

2.4Gbps Data Rate between slices
④3Dインテグレーション技術の研究開発(1)

三次元集積化技術プロジェクト（8） 23年度成果

低電圧での信号授受回路評価（黒線：低負荷、グレー線：高負荷）
負荷による遅延に対応するタイミング自動調整を確認

高速伝送性：
波形解析から2.4Gbpsまで対応可能を確認

50μm
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25m

8m

Pad

Cu BumpPolymer

Base Wafer（725m）

Thin Wafer
(Thinned after W2W Stacking)

W2W積層後に

裏面より薄化し、
TSV開口を行った工程での

ウエハ断面図

●Wafer Stack

●Wafer Grinding

●Si Etching

●Liner Deposition

●Seed Layer Deposition

●Via Fill Plating

●Cu CMP

●Back Side Bump

Si

Si

Process Flow of W2W and Via-Last
Via-Last by W2W
④3Dインテグレーション技術の研究開発(2)

三次元集積化技術プロジェクト（9） 23年度成果
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Thermal/Stress Evaluation 
Micro-bump Interconnect

Source: 3DIC 2011  Handouts P-1-26

Source: ASET & VersaXRM-500 of X-Radia corp.

X-Ray CT Scan Observation
of 5um diameter TSV

Stress Evaluation after Stacking

⑤熱・積層接合技術の研究開発

三次元集積化技術プロジェクト（10） 23年度成果

マイクロバンプで
相互接続を行った際の
バンプ周りの応力を
断面部分で計測
（アンダーフィル（UF)
の影響度確認できた）

5m径のTSV内部
のボイドを非破壊で
1mの精細度で
確認できた。
不良解析・工程改善に
こうした非破壊検査の
手法が有用であることを
確認



14

10m Thick Wafer Treatment
Evaluation Characteristics

Source: 3DIC 2011  Handouts P-1-20

TTV/Dicing Control for Stacked Wafers 

⑥薄ウェハ技術の研究開発

三次元集積化技術プロジェクト（11） 23年度成果

Top: device wafer
3rd: bare wafer
2nd :bare wafer
Base: Bare wafer

(725m)

4積層構造のWOWを薄化してもTTV制御良好

4積層WOW構造のダイシングも

ブレード回転数調整で改善確認

BG
Until 30m

40k rpm

40k rpm

60k rpm

60k rpm

(Non-Contact Gage)

Back Grind (BG) with monitoring
top wafer thickness
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自主事業

量子ドット型太陽電池研究会 参加 ４社 ５研究機関 ５回開催

（１）調査研究

（２）国際活動
ICCI（International Consortia Cooperation Initiative)などの、海外関連団体と技術開発

に関する情報交換、技術調査活動を行った。

「我が国の量子ドット太陽電池研究開発の在り方について」検討するため、以下の研究
会を実施し、提言をプレスリリースした。

23年度成果
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会議、成果報告会等

総会 ５回（通常総会１回、臨時総会４回）

理事会 ５回

業務委員会等 １３回（業務委員会５回、同幹事会５回、同三次元部会３回）

技術委員会等 １５回（三次元幹事会２回、研究室会議１１回、技術企画調査会議２回）

ＪＥＩＴＡ標準化 ２０回

学会報告会 ５回

◇主要会議

◇成果報告会

23年度成果

① ドリームチップ 研究成果報告会 【於：芝浦工業大学 】

開催日 平成２３年６月２１日

参加者総数 ３５６名（前年比 ＋５１名）

② IEEE International 3D System Integration Conference 2011（3DIC 2011） 【於：大阪】

開催日 平成24年 1月31日～2月2日

参加者総数 ２４３名

◇展示会
ＣＥＡＴＥＣ ＪＡＰＡＮ ２０１１

ＳＥＭＩＣＯＮ ＪＡＰＡＮ ２０１１
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国際的な学会等

International Conference on Electronics Packaging 2011 平成 23年 4月 （奈良）

IEEE 61st Electronics Components and Technology Conference 5月 （米国 フロリダ）

IEEE 2011 International Microwave Symposium 6月 （米国 ボルチモア）

2011 Symposium on VLSI Circuits 6月 （京都）

InterPACK 2011 7月 （米国 ポートランド）

54th International Midwest Symposium on Circuits and Systems 8月 （韓国 ソウル）

IEEE-APS Topical Conference on Antennas and Propagation in Wireless Communications 9月 （イタリア トリノ）

220th ECS Meeting 10月 （米国 ボストン）

International Symposium on Micro-Electronics Packaging 2011 10月 （韓国 ソウル）

International Microsystems, Packaging, Assembly and Circuits Technology Conference 2011 10月 （台湾 台北）

8th International Workshop on Electromagnetic Compatibility of Integrated Circuits 11月 （クロアチア ドゥブロヴニク）

2011 IEEE International Electron Devices Meeting 12月 （米国 ワシントン）

Asia-Pacific Microwave Conference 2011 12月 （豪州 メルボルン）

13th Electronics Packaging Technology Conference 12月 （シンガポール）

13th International Conference on Electronics Materials and Packaging 12月 （京都）

2011 IEEE Electrical Design of Advanced Packaging & Systems Symposium 12月 （中国 杭州）

3-D Architecture for Semiconductor Integration and Packaging 12月 （米国 サンフランシスコ）

IEEE International 3D System Integration Conference 2011 1月 （大阪）

2012 IEEE International Solid-State Circuits Conference 2月 （米国 サンフランシスコ）

28th Annual Thermal Measurement, Modeling and Management Symposium 3月 （米国 サンノゼ）

23年度成果
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成果発表及び特許出願

（平成２４年３月末現在）

23年度成果

9021,9445,3774455合計

01400次世代情報家電ＳＷ・ＰＦ

0511512754三次元集積化

0 6362140セキュア・プラットフォーム

11895630マスクD2I
0 1 11 00光実装部品標準化

412 352 00ＥＵＶプロセス

0 2 11 00ＥＵＶ計測

32 81 25 00ＨＡＬＣＡ

1924701,57500ＭＩＲＡＩ

19333054301電子ＳＩ

2449 291 00ＰＦＣ

49123138 00製造装置

100218 333 00液晶

148 213 537 00磁気記録超先端

149241 1,288 00半導体

特許登録特許出願成果発表特許出願成果発表

累計平成２３年度
事業名（略称）
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◇ 平成２３年４月１日現在 ２１社

◇ 平成２３年１２月１２日加入 １社

◇ 平成２３年度末の退会 ２社

◇ 平成２４年４月１日現在 ２０社

組 合 員
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ＡＳＥＴの研究体制

事務局

研究企画部

三次元集積化技術研究部

役職員・研究員数 常勤役員２名、職員８名

研究員５７名（三次元研究員５７名）

監事

（平成２４年３月３１日現在）

事務局長理事長

副理事長

専務理事
総務部

超
先
端
電
子
技
術
研
究
本
部


